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[  칭]

포 티브 (型) 포 스트 조 물 (用) 액

[  한 ]

본  포 티브  포 스트 조 물  액에 한 것 다. 보다 히는, 본  아주 미
한 에 어  물 나 물  없는 아주 만족한  포 스트층  시

킬 수 , 또한 극히 미 한 (through-holes)  생에 어  해당  단히 향 시킬 
수 는 포 티브  포 스트 조 물  액에 한 것 다.

종래, 에칭   전  식각  공정  IC, IC제조  포 스크, 프 트 ,  
등    전  많  제조공정에 어  한 공정 다. 식각 공정에 , 에칭 또는 

트(dopants)     택적  보 하  한 적 ,   
 스트 조 물,  , X , 전 비  등  에 해 감  갖는 조 물  균

하게 코 하고,  태  조 (照謝)하여 에 감 하는 얇  층  하고, 
액  하여 스트층  한다.

술한 스트 조 물  에 해  감  갖는 경 , 적  포 티브 거나 네거티브
 포 스트 조 물 라 다. 포 티브  포 스트조 물  액에  조 물  해 가 
에 노출시킴에 해  가 는 그런 감  가짐  스트층 , 조 물  해  

않고 남아 는 에 노출  않   에 다. 네거티브  포 스트조 물  포 티브
과  감   해  행동  나타낸다. 적  포 티브  포 스트 조 물 는, 

  알칼 가  노볼락 수  감   나프 퀴논 아 드 합물  루
어  것들  열거할 수 다. 나프 퀴논 아 드 합물  함 하는 포 티브  포 스트 조 물

 알칼  수 액  하여 할 수 만,  함 한  염  
 제조 는 제  능에 나  향  미치  문에 알칼  액  어   함 하

 않아야 한다. 러한 점  고 하여 포 티브  포 스트 조 물   함 하  않  
액  가  널  는  것  IBM  Technical  Disclosure  Bulletin  Volume  3,  NO.7.  page 

2009(1970)에  트라 틸암 늄 히드 시드  수 액 나 미 특허4,239,661에  콜  수
액 다.

최근,  고집적  추 에 라 1μm 또는 그 하  폭  보다 미 한 고충실   
하는  술에 어  행과 함께 포 티브  포 스트조 물  한  
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식각  공정  역시  어  문제에  하게  다.  미 한  에  어  극히  미 한  콘택트 
(Contact hole)   행하는 경 , 술한  함 하  않는 알칼  액에, 수

액   습  향 시키  해 계 제  합한다. 액에 계 제  
가하는  어  문제점  하나 는 포 스트층  가능한 한 전하고 끗하게 해 어야만 하
는 노출   에 물과 물   생한다. 런 람 하  않   과 한 노
출 또는 과 한  행하여  끗   포 스트층  하  어 다. 비  물과 

물  플라  또는 스 (sputtering)   가볍게 함  제거할 수 만, 
그러한 는  제어  다루  힘든 조건 하에  수행 어져야하고, 물  수월한 제거에 해  

과가 없거나, 경 1μm 또는 그 하  콘택트  갖는 매  미 한 에 어   
균 한 과  주  하  문에 문제  전한 해결  얻  수 없다.

드라 에칭 등   가공  물과 물들  전히 제거  않  태에  행하는 경 에
는, 에칭  균  충 하거나 치수  정  또는 에칭   나라 는 결점들  당연
히 생한다.

본  적  종래 술에  술한 문제점  해결하고, 에칭  공정에  치수  정  향 에 
여하  해    물과 물  남  않고 약 1μm 또는 그 하  폭  갖는 매  
미 한   또는 극히 미 한 콘택트  에 어  아주 만족한  포 스
트층  제공할 수 는 알칼  가  노볼락 수  나프 퀴논 아 드 합물  루어  포 티브

 포 스트조 물  하여  하  한 액  제공하는  다.

라  포 티브  포 스트조 물  본  액  (a) 매  물:(b) 매에 해 는 수
 염 합물:  (c) 식

(식  R
1

 탄 수 5-15  알킬 , R
2

는 수 원 , 또는 탄 수 1-15  알킬 , n  5-60  양  정수  
나타낸다)  시 는 폴 시 틸 알킬치  닐에  또는 식

(식  R
3

  R
4

는 각각 수 원 , 또는 탄 수 1-15  알킬 , R
3

과 R
4

는 같아  고 달라  다. 
m  5-60  양  정수  나타낸다)  시 는 폴 시에틸  알킬치  또는 치  않  나프틸에

 등  비  계 제  50-5000 량 ppm  농  매에 해시켜 다.

 본  개  해할 수 는  같  본  액  특징  특정한 비  계
제  특정한 농  가하는 것 다.

 액에 어  주  종래  액에 적  고 는 수  염 합물
다. 러한 염 합물  적 는, 저 알킬 제4  암 늄염 , 특히 람 한 것  수
트라 틸 암 늄과 콜   수 트 틸 2-히드 시에틸암 늄, 뿐만 아니라 치 가 , 

 또는 조  제1 , 제2   제3  아민  포함하는 아   알킬아민, 는 1,3- 아미노
프  등  알킬 아민, 4,4'- 아미노 닐아민 등  아 아민 등  아민 , 고 조에 3-5개  
탄 원  ,  또는  에  택한 헤 원  1개 또는 2개  갖는 헤 고  염 합물, 

 들  피 , 피 , 피 , 피 , 포 , 피라 , 피 라 , 졸  트 아졸 등  
다. (b)  들 염  합물  단  또는 필 에 라 2종  합물  (a)  
물  매에 해시키거나, 물에  쉬  제  량 가한 물  루어  합물에 해한
다. 액  주  수  염 합물  농 는 0.5-5 량% 어야 한다.

본  액  에 노출  과 노출  않  과  포 티브  포 스트층  해  
행동에 어  택적  향 시키는 양  계 제 뿐만 아니라 습 제, 안정제  해보조제 등

 종래  액에 적  고 는 각종  가제   함 할 수 다.

들 가제는 물  단  또는 필 에 라 2종  합물  가  수 다.

본  액에 어  특징적   술한 식(Ⅰ) 또는 (Ⅱ)  시 는 것  단  또는 
  합  비  계 제  (c) 다. 그러한 비  계 제  는 폴

시에틸  알킬 닐에 , 폴 시에틸  알킬 닐에 , 폴 시에틸 나프틸에 , 폴 시에
틸 알킬나프틸에 , 폴 시에틸 알킬나프틸에  등   여 에 한정 는 것  아니다. 

 합물 에  폴 시에틸  알킬 닐에 는 다  합물  하는 것보다 께  감
가 적다는 점에  람 스럽다. 폴 시에틸  노닐 닐에 는   저 한 가격에 해  
특히 람 하다.

본  액에 어  들 비  계 제  농 는 50-5000 량 ppm  또는 람 하게는 
100-2000 량 ppm 어야 한다. 농 가  50ppm 미만  경 에는 액  습 에 어  얻  수 
는 개  너무 아 실 적  포 스트층  해 에 어  얻  수 는 개  없다. 

에 농 가 너무 높  노출 과 노출  않  과  해  택  나 므  생에 
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어  충실 가 감 하여 노출  않  에  께가 감 하는 문제  포 스트층  정
하게 생   제공하  한다.

본  액  조 물  알칼  액에  에 노출 는  해 나 에 노출  
않는  해  않는 것  제공하는 것  특 히 한정하  않고 어  포 티브  포 스트
조 물  적 할 수 다. 그 만 포 티브  포 스트조 물 , 각각   감

 알칼  가  노볼락 수  나프 퀴논 아 드 합물  경 에는  만족할 결과  얻  수 
다.

히 술한  같  본  액  주  수 염 합물 고, 특징  포 티브
 포 스트조 물  에 어  침투 , 정   해  수한 특정 비  계
제  함 한  특한 가제  택 , 액  미  에 해  침투  단히 높
, 정   해  가시켜 조 물   수  감 제  생 물 라고 생각 는 
   물과 물  전히 제거할 수 다. 라  본  액  하여 얻
, 물  또는 물  없는 포 스트층  1μm 또는 그 하  폭  아주 미

나 콘택트 에 어   나 해  저하없  스크  고충실  생  수 
다.

다  실시 에 해 본  액   히 한다.

[실시  1-20]

들 실시 에   액  수  트라 틸암 늄 2.38 량%  농  함 하는 수 액과 에 
나타낸  같  하나 또는  비  계 제  각각 200-5000 량 ppm  농  가하여 제조
한 것 다. 에  n  m  값  각각 식(Ⅰ)  (Ⅱ)에   n  m에 해당한다.

 4 치 경   실 콘웨 에 스핀너  하여 노볼락 수  나프 퀴논 아 드 
합물(OFPR-5000, Tokyo ohka kogyo Co. 제조)  함 하는 포 티브  포 스트조 물  건조
께가 1.3μm  포하고, 열  에 110℃에  90초간 비 킹(pre-baking)하여 포 스트

조 물  균 한 층  한다.

각  GCA CO.에  제조한 축 투  노 치 에 스트 트 티클(test chart reticle)  
하여   노출시킨 , 정 들  치  하여 정 조건에  23℃에  65초간 

액  하나  하고 순수  정했다. 다  에 액에 비  계 제  가하  않  
것에 한 감  비  감 , 에 노출  않  에  께  감   물  

전히 없는 태  A, 량 는 태  B, 다량 는 태  C  시한 물에 한 태  포함
하는 결과  나타낸다.

[비 ]

실험절 는 액  제조에 어  비  계 제  가하  않는 것 에는 술한 실시  
동 하게 행하 다. 그 결과는, 특히 미 한 에     에 다량  물과 

물  견 었다.

(57)  

항 1 
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포 티브  포 스트조 물  수 액에 어 , (a) 매  물; (b) 매에 해 는 수  
염 합물;  (c) 식

(식  R
1

 탄 수 5-15  알킬 , R
2

는 수 원 , 또는 탄 수 1-15  알킬 , n  5-60  양  정수  
나타낸다)  시 는 폴 시에틸 알킬치 닐에  또는 식

(식  R
3

  R
4

는 각각 수 원 , 또는 탄 수 1-15  알킬 , R
3

과 R
4

는 같아  고 달라  다, 
m  5-60  양  정수  나타낸다)  시 는 폴 시에틸  알킬치  또는 치  않  나프틸에

 등  비  계 제  농  50-5000 량ppm  매에 해시켜 는 것  특징  하
는 포 티브  포 스트조 물  액.

항 2 

제1항에 어 , 비  계 제는 폴 시에틸  알킬 닐 에  것  특징  하는 포
티브  포 스트조 물  액.

항 3 

제2항에 어 , 폴 시에틸  알킬 닐에 는 폴 시에틸 노닐 닐에  것  특징  
하는 포 티브  포 스트조 물  액.

항 4 

제1항에 어 , 수  염 합물  수  트라 틸 암 늄 거나 수 트 틸 2-히드 시
에틸 암 늄  것  특징  하는 포 티브  포 스트조 물  액.

항 5 

제1항에 어 , 비  계 제  농 가 50-5000 량ppm  에 는 것  특징  하는 포
티브  포 스트조 물  액.

항 6 

제1항에 어 , 수  염 합물  농 가 0.5-5 량%  에 는 것  특징  하는 포 티
브  포 스트조 물  액.
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